
2.0 2.5 3.0
2.08

2.10

2.12

2.14

2.16

2.18

 PHOTON ENERGY (eV)

 

R
E

F
R

A
C

T
IV

E
 I

N
D

E
X

 n

0.04

0.05

0.06

E
X

T
IN

C
T

IO
N

 C
O

E
F

F
IC

IE
N

T
 k

0.30

0.35

0.40

 

ta
n


0.90

0.95

1.00

c
o

s


700 600 500 400

WAVELENGTH (nm)

(a)

(b)

 

図 1 (a) tanと cosの実測結果

(実線)とフィット結果(破線)、

(b)AlN層の解析結果。 
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【はじめに】 Al1-xInxN 混晶は、InNモル分率 xを制御することによりバンドギャップを幅広く変

化させられる。特に、xが約 0.17のときに GaNと a軸が格子整合することから、高品質な分布ブ

ラッグ反射鏡の構成要素として期待されている。非極性 m面 AlInN混晶においても、大きなスト

ークスシフトや高速な輻射、特異な偏光特性などの特徴的な光学応答特性を示す持つことが明ら

かになりつつある 1-3)。しかしながら、AlInNは高品質な結晶成長が難しいことなどから報告例が

少なく、特に、m 面 AlInN に関する報告は、我々の報告を除けば存在しない。本報告では、分光

エリプソメトリーを用いてm面Al1-xInxNエピタキシャル薄膜の屈折率 nと消衰係数 kの分散を評

価した結果を議論する。 

【試料構造と評価方法】 m 面自立 GaN 基板上に、有機金属気相成長法によりエピタキシャル成長

した AlInN 薄膜を評価した。分光エリプソメトリーによる解析は、GaN 基板、AlInN、表面層、

空気の４層構造を仮定して行った。ここで、表面層とは、AlInN 表面の凹凸や酸化の影響をバル

クの特性から切り離すために仮定した層である。n、kの分散関係は、複数のモデルを比較しなが

ら用い、最も良いフィットが得られるものを利用した。 

【結果】代表例として m面 AlN（x = 0）薄膜の実測結果（ tan

および cos ）を図 1(a)に示す。ただし、とはそれぞれ、

P 偏光と S 偏光の振幅比および位相差を表す。また、図 1(b)

に AlN 層のベストフィット結果を示す。AlN 層は一般的な

Cauchy型の分散で良いフィットが得られたのに対し、仮定し

た表面層は、Tauc-Lorentz型の分散が適することが分かった。

このとき、AlN層と表面層の膜厚はそれぞれ 2000 nm、97 nm

と見積もられ、成長速度から見積もられた膜厚と近かった。

詳細は当日報告する。 
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